Deutsches
Patent- und Markenamt

"R ‘

(9DE 10 2012 102 756 A1 2013.10.02

(12)

(21) Aktenzeichen: 10 2012 102 756.0
(22) Anmeldetag: 30.03.2012
(43) Offenlegungstag: 02.10.2013

Offenlegungsschrift

(51) Int CL.:

GO1V 8/10 (2012.01)

GO1N 21/21 (2012.01)

(71) Anmelder:
HSEB Dresden GmbH, 01099, Dresden, DE

(74) Vertreter:
WeiRe, Renate, Dipl.-Phys. Dr.-Ing., 10623, Berlin,
DE

(72) Erfinder:
Langhans, Ralf, Dr., 01109, Dresden, DE; Srocka,
Bernd, Dr., 13125, Berlin, DE

(56) Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 102007 043937 B4

DE 10027 780 A1
DE 69017947 T2
DE 690 26 926 T2
DE 69130245 T2

Rechercheantrag gemaR § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Detektion vergrabener Schichten

(57) Zusammenfassung: Eine Anordnung zur optischen De-
tektion vergrabener Schichten von flachen Objekten mit
mehreren Schichten, insbesondere Wafer, enthaltend eine
Strahlungsquelle zur Beleuchtung der Oberflache des Ob-
jekts; ein im Strahlengang angeordnetes Polarisationsfilter;
und einen Detektor zur Erfassung von der Oberflache des
Objekts reflektierten oder von dem Objekt durchgelasse-
nen Strahlung; ist dadurch gekennzeichnet, dass die der
Strahlungsquelle am nachsten liegende Schicht des Ob-
jekts flr die Strahlung der Strahlungsquelle zumindest teil-
weise durchlassig ist; das Polarisationsfilter nur fir Strah-
lung durchlassig ist, die parallel zur Einfallsebene polarisiert
ist; und die Beleuchtung der Oberflache des Objekts unter
Brewsterwinkel erfolgt. Die Oberflache des Objekts wird vor-
zugsweise mit unpolarisierter Strahlung beleuchtet und das
Polarisationsfilter ist im Strahlengang zwischen der Oberfla-
che des Objekts und dem Detektor angeordnet.




DE 10 2012 102 756 A1

Beschreibung
Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur op-
tischen Detektion vergrabener Schichten von flachen
Objekten mit mehreren Schichten, insbesondere Wa-
fer, enthaltend
(a) eine Strahlungsquelle zur Beleuchtung der
Oberflache des Objekts;
(b) ein im Strahlengang angeordnetes Polarisati-
onsfilter; und
(c) einen Detektor zur Erfassung von der Oberfla-
che des Objekts reflektierter oder von dem Objekt
durchgelassener Strahlung.

[0002] In verschiedenen Industriezweigen werden
flachige Produkte mit optischen, bildgebenden Ver-
fahren auf ihre Eigenschaften untersucht. In der Halb-
leiter- und Solarzellenindustrie sind dies unter an-
derem Wafer. Wafer sind Scheiben aus Halbleiter-,
Glas-, Folien- oder Keramikmaterialien. In verschie-
denen Prozessschritten werden bei deren Herstel-
lung in zunehmendem Male unterschiedliche Mate-
rialien Ubereinander angeordnet und so Schichtsta-
pel erzeugt.

[0003] Fur die Fertigungskontrolle sowie das Qua-
litdtsmanagement sind genaue Kenntnisse Uber die
erzeugten Schichten erforderlich. Oft ist es jedoch
aus unterschiedlichen Griunden nicht mdglich, nach
jedem Aufbringen einer neuen Materialschicht eine
vollstandige Inspektion des Werkstlickes durchzufiih-
ren. In weiteren Fallen bilden sich bestimmte Schich-
ten oder Hohlrdume erst durch Prozessierung nach
Aufbringen der Deckschicht aus. Sie sind daher nicht
direkt zugénglich. Spezielle Analyseverfahren mus-
sen auch in der Lage sein, vergrabene Schichten zu
erreichen. Dabei ist es aus wirtschaftlichen Griinden
winschenswert, die erforderlichen Informationen mit
zerstdrungsfrei arbeitenden Verfahren zu generieren.
Daruber hinaus mussen die Ergebnisse oft in kurzer
Zeit verfligbar sein, um den Produktionsfluss durch
die Inspektion nicht maRgeblich zu behindern.

Stand der Technik

[0004] Zur zerstorungsfreien Schichtanalyse werden
zurzeit vorrangig Ellipsometrie-Messungen herange-
zogen. Die Eigenschaften der Schichten werden hier
Uber die Anderung des Polarisationszustandes von
eingestrahlter, polarisierter Strahlung bei der Reflexi-
on oder Transmission an den Grenzflachen zwischen
den Schichten bestimmt. Dabei wird mit einem Po-
larisator zunachst polarisierte Strahlung erzeugt. Mit
der polarisierten Strahlung wird ein Punkt auf dem
Objekt beleuchtet. Mit einem Analysator wird die An-
derung des Polarisierungszustandes der reflektierten
oder transmittierten Strahlung ermittelt.
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[0005] Ellipsometrie-Messungen sind sehr empfind-
lich, arbeiten jedoch punktuell. Fir eine flachenhafte
Bestimmung der Schichteigenschaften miussen dem-
zufolge eine Reihe diskreter Messpunkte aufgenom-
men und interpoliert werden. Der ellipsometrische
Messprozess erfordert eine signifikante Messzeit je
untersuchtem Punkt, da in der Regel mechanische
Teile, z.B. der Analysator, bewegt werden mussen.
Ellipsometrische Messungen sind daher fiir flichen-
deckende Untersuchungen mit hohen Durchsatzan-
forderungen nicht geeignet.

[0006] Es existieren ferner eine Reihe Verfahren der
Schichtanalyse, die nicht zerstdérungsfrei arbeiten.
Ein Beispiel hierfur ist die Rasterelektronenmikrosko-
pie. Die Proben missen hierfir jedoch vertikal zu den
Schichten geschnitten werden. Dadurch wird die Pro-
be unbrauchbar.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Esist Aufgabe der Erfindung, eine Anordnung
der eingangs genannten Art zu schaffen, die zerst6-
rungsfrei arbeitet und bei der gleichzeitig ein Teil oder
die gesamte Flache einer unterhalb der Oberflache
angeordneten Schicht eines Objekts mit hoher Ge-
schwindigkeit beobachtet werden kann.

[0008] Erfindungsgemal wird die Aufgabe dadurch
gel6st, dass
(d) die der Strahlungsquelle am nachsten liegen-
den Schichten des Objekts fir die Strahlung der
Strahlungsquelle zumindest teilweise durchlassig
ist;
(e) das Polarisationsfilter nur fir Strahlung durch-
I&ssig ist, die parallel zur Einfallsebene polarisiert
ist; und
(f) die Beleuchtung der Oberflache des Objekts
unter Brewsterwinkel erfolgt.

[0009] Mit einer solchen Anordnung ist es mdg-
lich an geeigneten Schichtstapeln das Vorhanden-
sein oder die Abwesenheit einer Schicht zu detek-
tieren. Die Messungen erfordern nur einen geringen
Aufwand und arbeiten bei hohem Durchsatz zerst6-
rungsfrei.

[0010] Insbesondere kann die Oberflache des Ob-
jekts mit unpolarisierter Strahlung beleuchtet werden
und das Polarisationsfilter kann im Strahlengang zwi-
schen der Oberflache des Objekts und dem Detektor
angeordnet sein.

[0011] Die Durchlassigkeit der Strahlung kann durch
geeignete Auswahl des Wellenldngenbereichs er-
reicht werden, mit welchem das Objekt beleuchtet
wird. Ein fir Wafer und Halbleitersubstrate beson-
ders geeigneter Wellenldngenbereich ist der Infrarot-
bereich zwischen 1 Mikrometer und 9 Mikrometer.
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[0012] Der Brewsterwinkel ist materialabhangig. An
der Grenzflache von zwei Materialien mit unter-
schiedlichen Brechzahlen nyund n, ist fir Strahlung,
die aus dem Medium mit der Brechzahl n; unter dem
Brewsterwinkel zum Einfallslot einfallt, der reflektier-
te Anteil zur Einfallsebene senkrecht polarisiert. Flr
den Brewsterwinkel gilt:

Nz
x = arctanl—
Ty

[0013] Die ubrige Strahlung, d.h. der gesamte paral-
lel polarisierte Anteil der Strahlung sowie ein Teil der
senkrecht polarisierten Strahlung wird in das Medium
mit der Brechzahl n, tbertragen.

[0014] Die reflektierte Strahlung wird durch ein Fil-
ter geleitet, das nur parallel zur Einfallsebene pola-
risiertes Strahlung passieren lasst. Fir den soeben
beschriebenen Schichtstapel wiirde demnach hinter
dem Filter keine Strahlung registriert werden kénnen.

[0015] In dem Medium mit der Brechzahl n, brei-
tet sich die Strahlung nach dem Snellius‘'schen Bre-
chungsgesetz in eine Richtung mit dem Winkel

M - ﬂl -
X = ArcsSlNn|—=S51Nna
T

zum Einfallslot aus. Wird nun eine weitere Schicht in
dem Stapel getroffen, deren Brechzahl wieder n, ist,
so trifft auch hier die Strahlung unter dem Brewster-
winkel auf die Grenzfldche. Es kann leicht gezeigt
werden, dass der Brewsterwinkel fiir den Ubergang
von n, zu ny; namlich gerade & ist. Als Folge wird
an dieser Grenzflache ebenfalls nur senkrecht pola-
risierte Strahlung reflektiert. Allgemein gilt, dass im-
mer dann, wenn die Medien eines gesamten Schicht-
stapels einschlieRlich des Einfallsmediums lediglich
zwei unterschiedliche Brechzahlen aufweisen, nur
senkrecht polarisierte Strahlung reflektiert wird.

[0016] Befindet sich an irgendeiner Stelle in dem
Schichtstapel ein drittes Material mit anderer Brech-
zahl n3, die unterschiedlich zu n; und n, ist, wird die
dazwischenliegende Grenzflache zur darlber liegen-
den Schicht nicht unter Brewsterwinkel beleuchtet. In
diesem Fall werden nun auch parallel polarisierte An-
teile der Strahlung reflektiert. Die reflektierte Strah-
lung durchlauft den Schichtstapel in umgekehrter Fol-
ge. Sie tritt an der Oberflache aus und kann das Fil-
ter passieren. Die durchgelassene Strahlung wird mit
einem Aufnahmesystem registriert.

[0017] Fir einen Schichtstapel mit den oben be-
schriebenen Eigenschaften kann das Verfahren so-
wohl fur eine Positiv-Kontrolle als auch eine Negativ-
Kontrolle eingesetzt werden. Bei der Positiv-Kontrol-
le wird bestimmt, ob eine bestimmte Schicht vollstéan-
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dig oder in bestimmten Gebieten vorhanden ist. Daftir
werden in den Uberwiegend hellen Aufnahmen 6rtli-
che Helligkeitsabfalle gesucht. Bei der Negativ-Kon-
trolle wird bestimmt, ob eine bestimmte Schicht nie-
mals oder nur in bestimmten Gebieten auftritt. Dabei
sind auf Gberwiegend dunklen Aufnahmen lokale An-
stiege der Helligkeit relevant.

[0018] Anders als bei der Ellipsometrie ist die fla-
chenhafte und vollstdndige Abtastung der Probe
mdglich. Die Ergebnisse sind quasi sofort verflgbar.
Die Anordnung erfordert nur wenig Aufwand und Iasst
sich kostengunstig einsetzen. Ferner kénnen hohe
Durchsatzraten verwirklicht werden.

[0019] Erfindungsgemal kann der Detektor derart
angeordnet sein, dass die reflektierte Strahlung er-
fasst wird. In einer alternativen Ausgestaltung der
Erfindung kann die Anordnung auch in Transmissi-
on benutzt werden. Die Reflexion an der Schicht mit
dem Brechungsindex ns schwacht die in Transmis-
sion beobachtete parallel polarisierte Strahlung, und
erlaubt so die Detektion der Anwesenheit oder des
Fehlens dieser Schicht. Da es hierbei nicht zu einer
volligen Ausléschung der fur die Detektion verwen-
deten Strahlung sondern nur zu einer Schwachung
kommt, ist diese Modifikation vor allem geeignet, um
lokale Unterschiede zu untersuchen.

[0020] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist
ein makroskopisches Aufnahmesystem vorgesehen,
enthaltend eine makroskopische Beleuchtungsoptik
und ein fotografisches Objektiv. Alternativ oder zu-
sétzlich kann ein mikroskopisches Aufnahmesystem
enthaltend eine mikroskopische Beleuchtungsoptik
und ein mikroskopisches Objektiv vorgesehen sein.

[0021] Als Aufnahmesystem koénnen je nach An-
wendung sowohl makroskopische als auch mikro-
skopische Anordnungen verwendet werden. Vorteil-
haft sind insbesondere Zeilendetektor-Scan-Anord-
nungen bei denen die Zeile horizontal Uber der Probe
orientiert wird. Bei dieser Variante der Erfindung wer-
den perspektivische Verzerrungen sowie Abhangig-
keiten von einer optikabhdngigen mitunter begrenz-
ten Scharfentiefe eliminiert. Der Detektor kann von
einem fotografischen oder elektrooptischen Empfan-
ger, insbesondere CCD, CMOS oder InGaAs, in Form
eines Zeilen- oder Flachendetektors gebildet sein,
welcher eine Vielzahl von Bildpunkten gleichzeitig er-
fasst.

[0022] Es kénnen auch Mittel zur Realisierung ei-
ner visuellen Beobachtung der am Objekt reflektier-
ten oder vom Objekt transmittierten und vom Polari-
sationsfilter durchgelassenen Strahlung vorgesehen
sein. Das kann ein Schirm oder vorzugsweise ein
Okular sein.
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[0023] Je nach Anwendung kann vorgesehen sein,
dass eine Immersionslésung mit ausgewahlter
Brechzahl auf der obersten Schicht des Objekts vor-
gesehen ist. In vorgenannter Auspragung der Erfin-
dung ist die Schicht mit der Brechzahl n; Luft oder
eine Immersionslésung, deren Brechzahl passend zu
einer der Schichten im zu untersuchenden Stapel ge-
wahlt wurde. Dabei ist die Brechzahl also gleich n,
oder n,.

[0024] Hat man vor allem die Aufgabe zu lésen,
lokale Unterschiede im Vorhandensein/Fehlen der
Schicht mit dem Brechungsindex n; zu untersuchen,
kann man auf diese Einschrankung verzichten. Dann
erhalt man am Ubergang Luft / erste Schicht einen
reflektierten Strahlungsanteil von parallel zur Einfalls-
ebene polarisierter Strahlung. Diese Strahlungsinten-
sitdt wird jedoch durch die auftretende / fehlende
Reflexion an der Schicht mit nymoduliert, wodurch
wiederum die Schicht mit ny geprift werden kann.
Fir diese Ausfiihrung wiirde man vorzugsweise ei-
ne breitbandige Strahlungsquelle einsetzen, um den
Einfluss der Schichtdicken-bedingten Interferenzen
zu reduzieren.

[0025] Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteranspriche. Ein Ausfihrungsbeispiel
ist nachstehend unter Bezugnahme auf die beigeflig-
ten Zeichnungen néher erlautert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0026] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer
Messanordnung zur Untersuchung von Objekten mit
mehreren Schichten.

[0027] Fig. 2 illustriert Reflexion und Transmission
bei Beleuchtung eines Objekts unter Brewsterwinkel
mit einer Anordnung aus Fig. 1.

[0028] Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus einem
Objekt mit mehreren Schichten mit alternierenden
Brechzahlen.

[0029] Fig. 4 zeigt das Objekt aus Fig. 3 mit einem
Strahlenverlauf im Bereich einer Stérung.

[0030] Fig. 5ist eine schematische Darstellung einer
am Detektor gewonnenen Aufnahme fir das Objekt
aus Fig. 3 und Fig. 4.

Beschreibung des Ausflihrungsbeispiels

[0031] Fig. 1 zeigt ein allgemein mit 10 bezeichne-
tes Objekt. Im vorliegenden Ausflihrungsbeispiel ist
das Objekt 10 ein Wafer aus einem Substrat aus Si-
lizium 28, 32 und 36 mit mehreren vertikal gestapel-
ten luftgefiillten Kammern 29 und 34. Die Kammern
29 und 34 sind jeweils durch diinne Lagen Silizium
32 und 36 voneinander getrennt, wie dies in Fig. 3
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und Fig. 4 zu erkennen ist. Herstellungsbedingt kon-
nen sich in manchen der Kammern 29 und 34 St6-
rungen in Form von Siliziumoxid-Schichten 41 ausbil-
den. Das entspricht der Negativ-Kontrolle.

[0032] Jedes der Materialien, d.h. Silizium, Silizium-
oxid und Luft ist durch seine Brechzahl n, bestimmt.
Die Brechzahl der obersten Schicht 28 aus Silizi-
um ist 3,5. Die Brechzahl der darunterliegenden Luft-
schicht 29 ist 1,0. Fig. 1 illustriert schematisch den
Messaufbau. Die Oberflache 12 des Objekts wird
mit Infrarotstrahlung 16 aus einer Infrarot-Strahlungs-
quelle 14 beleuchtet. Im vorliegenden Ausfiihrungs-
beispiel wird breitbandige Strahlung des Wellenlan-
genbereichs zwischen 1,1 Mikrometer und 1,6 Mikro-
meter verwendet.

[0033] Das parallele Strahlenbiindel beleuchtet eine
Flache von etwa 5 x 5 mm?2. Die Beleuchtung erfolgt
unter einem Winkel von a = arctan n,/n, = arctan 3,
1/1,0 = 74° gegeniber der Oberflachennormalen 18.
Das ist der Brewsterwinkel fiir den Ubergang von Luft
in Silizium. Eine Messung im Winkelbereich von +3°
um den Brewsterwinkel zwischen dem Einfallsmedi-
um und der Oberflache 12 fuhrt zu akzeptablen Re-
sultaten.

[0034] Ein Teil des Strahlenbiindels 16 wird reflek-
tiert. Die reflektierte Strahlung 20 wird mit einem
CCD-Flachendetektor 22 detektiert und steht zur wei-
teren Auswertung zur Verfligung. Im Strahlengang
zwischen der Oberflache 12 des Wafers und dem De-
tektor ist ein Polarisator 24 angeordnet. Der Polarisa-
tor ist so ausgerichtet, dass nur Strahlung durchge-
lassen wird, deren Polarisationsrichtung parallel zur
Beleuchtungsebene verlauft.

[0035] Dies istin Fig. 2 illustriert. Die Beleuchtungs-
ebene ist mit 26 bezeichnet. Sie verlauft durch die
Oberflachennormale 18 und enthalt sowohl die einfal-
lende Strahlung 16 als auch die reflektierte Strahlung
20. Die Strahlung 16 ist unpolarisiert, d.h. die Ver-
teilung der Polarisationsrichtungen ist beliebig in al-
len Richtungen. Da die Strahlung unter Brewsterwin-
kel auf das Objekt fallt, wird zundchst nur Strahlung
reflektiert, deren Polarisationsrichtung senkrecht zur
Beleuchtungsebene 26 ausgerichtet ist. Diese Strah-
lung wird am Polarisator 24 blockiert.

[0036] Die Wellenldnge der Strahlung ist so ge-
wahlt, dass das Objekt fur die Strahlung im vorliegen-
den Ausfuhrungsbeispiel transparent ist. Die Ubrige
Strahlung 30 tritt daher in die oberste Schicht 28 des
Obijekts ein.

[0037] Fig. 3 zeigt den Verlauf der Schichtstruktur
des Objekts 10. Die Schichten 29 und 34 stellen die
luftgefulliten Kammern dar und haben demnach die-
selbe Brechzahl, wie das Medium aus dem der Licht-
einfall auf das Objekt erfolgt. Die obere Schicht 28,
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die dazwischen liegende Schicht 32 sowie das Sub-
strat 36 bestehen aus Silizium. Die Schicht 40 besteht
aus Siliziumoxid, dessen Brechzahl weder der von
Luft noch der von Silizium entspricht. Diese Schicht
tritt in Objekt 10 nur an bestimmten Stellen auf und
stellt somit die zu detektierende Stérung dar.

[0038] Der dargestellte Strahlenverlauf in Fig. 3
zeigt den parallel polarisierten Anteil. Man erkennt,
dass die Strahlung an den Ubergéngen zwischen den
Schichten 29 und 32, und zwischen den Schichten
34 und 36 unter demselben Winkel wie an der Ober-
flache, namlich dem Brewsterwinkel, einfallt. Auf-
grund des oben dargestellten Zusammenhangs er-
folgt auch an den Ubergéngen zwischen den Schich-
ten 28 und 29 sowie 32 und 34 die Beleuchtung
unter dem Brewsterwinkel. An diesen Ubergéngen
wird lediglich Strahlung reflektiert, deren Polarisa-
tionsrichtung senkrecht zur Beleuchtungsebene 26
ausgerichtet ist. Diese Strahlung wird am Polarisa-
tor 24 blockiert. Die Gbrige Strahlung, insbesondere
der gesamte parallel polarisierte Anteil, wird zur je-
weils nachsten Schicht durchgelassen. Sofern, wie in
Fig. 3, dargestellt die stérende Schicht 40 nicht ge-
troffen wird, reflektiert das Objekt 10 keine parallel
polarisierte Strahlung. Am Detektor 22 wird kein Si-
gnal registriert.

[0039] Fig. 4 zeigt die Schichtstruktur aus Fig. 3 fur
Strahlung, die auf die stérende Schicht 40 trifft. Der
Ubergang zwischen den Schichten 32 und 40 wird
aufgrund der abweichenden Brechzahl von Schicht
40 nicht unter dem Brewsterwinkel beleuchtet. Folg-
lich wird hier ein Teil der Strahlung mit Polarisations-
richtung parallel zur Beleuchtungsebene reflektiert.
Diese Strahlung durchlauft die Schichten in umge-
kehrter Folge, kann den Polarisator passieren und
detektiert werden.

[0040] Eine typische am Detektor 22 aufgenomme-
ne Aufnahme ist schematisch in Fig. 5 dargestellt.
Die hellen Bereiche sind Stellen, an denen die Silizi-
umoxidschicht 40 vorhanden ist. Die Ubrigen Zonen
der Aufnahme erscheinen dunkel.

[0041] Sofern der Wafer ausschlieRlich aus einer
sich wiederholenden Schichtfolge aufgebaut ist, wird
kein Signal am Detektor auftreten. Stérungen durch
Materialien mit einem anderen Brechungsindex fiih-
ren dazu, dass an dem Ubergang zu dieser Schicht
nicht mehr der Brewsterwinkel getroffen wird. Umge-
kehrt kdnnte in einem anderen Fall auch das Vorhan-
densein einer Schicht mit anderem Brechungsindex
erwilinscht sein, d.h. es wird immer ein Signal am De-
tektor 22 detektiert. Dann wird deren Fehlen detek-
tiert.

[0042] Die Erfindung wurde vorstehend anhand ei-
nes konkreten Ausfiihrungsbeispiels beschrieben um
deren Verstandnis zu erleichtern. Es versteht sich

5/9

2013.10.02

jedoch, dass diese auch in vielfachen Variationen
verwirklicht werden kann. So kénnen Materialien mit
anderen Brechungsindizes und Licht anderer Wel-
lenldngen verwendet werden ohne dass dies einen
Einfluss auf den Umfang der Erfindung hatte, der
ausschlieBlich durch die beigefligten Anspriiche be-
stimmt wird.

Patentanspriiche

1. Anordnung zur optischen Detektion vergrabe-
ner Schichten von flachen Objekten mit mehreren
Schichten, insbesondere Wafer, enthaltend
(a) eine Strahlungsquelle zur Beleuchtung der Ober-
flache des Objekts;

(b) ein im Strahlengang angeordnetes Polarisations-
filter; und

(c) einen Detektor zur Erfassung von der Oberflache
des Obijekts reflektierter oder von dem Objekt durch-
gelassener Strahlung;

dadurch gekennzeichnet, dass

(d) die der Strahlungsquelle am nachsten liegenden
Schichten des Objekts fur die Strahlung der Strah-
lungsquelle zumindest teilweise durchlassig sind;

(e) das Polarisationsfilter nur fir Strahlung durchlas-
sig ist, die parallel zur Einfallsebene polarisiert ist;
und

(f) die Beleuchtung der Oberflache des Objekts unter
Brewsterwinkel erfolgt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberflache des Objekts mit unpo-
larisierter Strahlung beleuchtet wird und das Polari-
sationsfilter im Strahlengang zwischen der Oberfla-
che des Objekts und dem Detektor angeordnet ist.

3. Anordnung nach einem der vorgehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strah-
lungsquelle Strahlung im Infrarotbereich abstrahlt.

4. Anordnung nach einem der vorgehenden An-
spriche, gekennzeichnet, durch ein makroskopi-
sches Aufnahmesystem, enthaltend eine makrosko-
pische Beleuchtungsoptik und ein fotografisches Ob-
jektiv.

5. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch ein mikroskopisches Aufnah-
mesystem enthaltend eine mikroskopische Beleuch-
tungsoptik und ein mikroskopisches Objektiv.

6. Anordnung nach einem der vorgehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Detek-
tor von einem fotografischen oder elektrooptischen
Empfanger, insbesondere CCD, CMOS oder InGaAs,
in Form eines Zeilen- oder Flachendetektors gebildet
ist, welcher eine Vielzahl von Bildpunkten gleichzeitig
erfasst.
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7. Anordnung nach einem der Anspriche 1 bis
5, gekennzeichnet durch Mittel zur Realisierung ei-
ner visuellen Beobachtung der am Objekt reflektier-
ten oder vom Objekt transmittierten und vom Polari-
sationsfilter durchgelassenen Strahlung.

8. Anordnung nach einem der vorgehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Im-
mersionslésung mit ausgewahlter Brechzahl auf der
obersten Schicht des Objekts vorgesehen ist.

9. Anordnung nach einem der vorgehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass alle Schich-
ten des Objekts fur die Strahlung der Strahlungsquel-
le durchlssig sind.

10. Verfahren zur optischen Detektion vergrabe-
ner Schichten von flachen Objekten mit mehreren
Schichten, insbesondere Wafer, mit den Schritten
(a) Beleuchten der Oberflache des Objekts;

(b) Ausblenden von Strahlung ausgewahlter Polari-
sationsrichtungen; und

(c) Detektieren der von der Oberflache des Objekts
reflektierten oder von dem Objekt durchgelassenen
Strahlung;

dadurch gekennzeichnet, dass

(d) die der Strahlungsquelle am nachsten liegenden
Schichten des Objekts fur die Strahlung der Strah-
lungsquelle zumindest teilweise durchlassig sind;

(e) nur Strahlung zum Detektor durchgelassen wird,
die parallel zur Einfallsebene polarisiert ist; und

(f) die Beleuchtung der Oberflache des Objekts unter
Brewsterwinkel erfolgt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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